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Circuit d’isolation dynamique de circuits intégrés.

@ La présente invention concerne un circuit d’isolation
ynamique faisant partie d’'un circuit intégré monolithique
comprenant des transistors latéraux et des transistors verti-
caux, reliée a un potentiel d’isolement (V_), ces transistors
latéraux étant connectés a des tensions d'une premiére po- GND

larité par rapport a une tension de référence (GND), la Vout D
borne de puissance connectée a la face arriére étant nor- | -

malement & un potentiel (V_ ) de la premiére polarité par
rapport a la tension de référence. Ce circuit comprend des
moyens de détection (D) du signe du potentiel de la face . I
arriére par rapport a la tension de référence, au moins un Viso

transistor latéral (S1) pour relier le potentiel d’isolement au S1 [
potentiel de référence quand le potentiel de la face arriére

est de la premiére polarité par rapport au potentiel de réfé- GND
rence, et au moins un transistor vertical (S2) pour relier le

potentiel d’isolement au potentiel de la face arriére quand

le potentiel de la face arriére est de la deuxiéme polarité

par rapport au potentiel de référence.
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La présente invention concerne le domaine des circuits
intégrés et plus particuliérement des circuits intégrés compre-
nant des transistors latéraux et des transistors verticaux, dans
lesquels les transistors latéraux sont isolés individuellement ou
en groupes par jonction.

Pour situer le probleme posé, deux exemples de configu-
rations classiques de circuits intégrés comprenant des transis-
tors verticaux et des transistors latéraux vont &tre rappelés en
relation avec les figures 1 et 2.

La figure 1 représente un circuit intégré formé dans un
substrat 1 de type N sur la face arriére duquel est prévue une
zone de surdopage N' 2 qui est revétue d'une métallisation 3.
Dans la partie droite de la figure est illustrée une cellule 10
de transistor MOS & canal N vertical et dans la partie gauwche de
la figure une partie logique, ou partie signal, 20, dans laquelle
sont formés des transistors MOS & canal N et canal P latéraux.

Ie transistor MOS vertical 10 camprend des régions de
source 11 formées dans des régions de canal 12 surmontées par une
grille isolée 13. Les régions de source 11 sont solidaires d'une
métallisation de source 14 également en contact avec la région de
caisson 15 dont une partie constitue la région de canal 12. De
fagon classique, un transistor vertical de puissance (VDMOS) est
constitué d'un grand nombre de cellules en paralléle telles que
la cellule 10.
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Ia partie logique 20 comprend des transistors MOS a
canal P 21 et des transistors MOS & canal N 22. Ces transistors
sont formés dans un caisson de type N 23 (les transistors & canal
N étant formés dans un deuxiéme caisson 24 disposé dans le cais-
son 23). L'ensamble de la partie logique est isolé par jonction
au moyen de régions dopées PY formant d'une part une couche
enterrée 25, d'autre part des puits latéraux 26 rejoignant la
couche enterrée 25. la structure d'isolement 25, 26 est reliée
par sa partie supérieure & des métallisations d'isolement 27
connectées a4 un potentiel d'isolement Vigo.

ILa figure 2 représente une autre structure classique de
circuit intégré composant des composants verticaux et latéraux.
Dans cette figure, des éléments analogues & ceux de la figure 1
sont désignés par de mémes références numériques.

Ia partie droite de la figure 2, correspondant a une
cellule d'un transistor MOS vertical a canal N, est identique a
la partie droite de la figure 1.

La partie de transistors logiques est maintenant dési-
gnée par la référence 30. Elle est formée dans un caisson P~ 31
de type de conductivité opposé & celui du substrat. On y a repré-
senté seulement un transistor a canal N 32. Le caisson P~ est
bordé par un puits d'isolement de type PY 36 relié & une métal-
lisation d'isolement 37 relié & un potentiel d'isolement Vjigg.
Dans cette configuration, Vijgg est égal au potentiel de
référence VSS de la partie signal.

On a en outre représenté en figure 2, un transistor
bipolaire vertical 40 comprenant une région de base de type P~ 41
et une région d'émetteur de type Nt 42. Ie collecteur de ce tran-
sistor vertical correspord au drain du transistor MOS vertical et
la métallisation de collecteur sera donc la métallisation de face
arriére 3. On notera qu'un transistor NPN vertical pourrait éga-
lement avoir été prévu dans la structure de la figure 1.

Les figures 1 et 2 ont été représentées de fagon extré-
mement schématiques et sont destinées uniquement & exposer le
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probléme 1lié & l'isolement des régions de transistors latéraux
(partie signal ou partie logique).

Dans un mode de fonctionnement usuel d'un transistor de
puissance vertical, les sources des transistors MOS verticaux
(VDMOS) ou les émetteurs des transistors NPN verticaux sont
reliés & la masse et les drains des VIMOS et les collecteurs des
transistors NPN verticaux (face arriére) sont reliés a la haute
tension positive. Les circuits logiques fonctionnent normalement
entre le niveau de la masse et une tension d'alimentation posi-
tive (VCC). Pour que les caissons des transistors latéraux soient
convenablement isolés, il convient alors que le potentiel d'iso-
lement Vjgn soit le potentiel le plus négatif du circuit,
c'est-ad-dire la masse. En ce cas, comme l'illustre trés schémati-
quement la figure 3A, la borme 27 (figure 1) ou la borne 37
(figure 2) est reliée & la masse et la diode P'N 50 entre la
région d'isolement (25, 26 ; 36) et la face arriére est en
inverse entre la haute tension positive Vot et la masse. Ie
circuit est alors convenablement isolé.

Toutefois, il est possible que de fagon transitoire la
tension Vgt appliquée & la métallisation de face arriére 3
devienne négative, par exemple par suite d'une commutation ou de
parasites. Alors, la diode d'isolement 50 illustrée en figure 3A
est polarisée en direct. Il en résulte de nambreux inconvénients
bien connus, & savoir :

- une circulation de courants parasites importants dans
la zone logique ou de signal,

- une consommation élevée sur l'alimentation de 1la
partie signal,

- un risque de latch-up d'éventuelles structures QVOS
contenues dans le ou les caissons logiques,

~ un changement éventuel d'état de certains circuits
logiques tels que des points mémoires, des campteurs, etc.

Pour pallier ces inconvénients, on a proposé dans l'art
antérieur de relier le potentiel d'isolement Vigoy & la masse
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non plus directement mais par l'intermédiaire d'une diode 51,
comme cela est représenté en figure 3B. On bloque donc ainsi
normalement la circulation de courant entre la région d'isolement
et la face arriére du circuit intégré quand la tension Vgut sur
cette face arriére s'inverse. Toutefois, cette solution présente
de nombreux inconvénients :

- la diode 51 n'est pas facile a intégrer ;

- l'insertion de cette diode 51 rajoute un seuil de
diode (environ 0,6 wvolts) sur toutes les tensions d'entrée/sortie
de la partie logigue ; il en résulte par exemple que cette partie
logique peut ne plus étre campatible avec des signaux de commande
de type TTL ;

- le circuit risque de ne plus fonctionner quand Vgt
est négatif, Vigo étant alors & un potentiel flottant ; et

- comme 1l'illustrent les figures 1 et 2, il existe un
transistor bipolaire parasite PNP Qpl dont le collecteur corres-
pond & la région d'isolement 26 ocu 36, dont 1'émetteur correspond
au caisson 15 des transistors MOS de puissance, et dont la base
correspond au substrat 1 du circuit intégré. Quand Vgt devient
négatif, cet é&lément, disposé come 1l'illustre la figure 3B en
paralléle sur la diode 51, risque de se mettre en conduction et
annule alors 1l'effet de cette diode 51.

Ainsi, un objet de la présente invention est de prévoir
un circuit d'isolement intégré dans un circuit monolithique du
type de ceux illustrés en figures 1 et 2 et permettant de mainte-
nir 1l'isolement et le bon fonctionnement des parties logiques du
circuit méme quand la haute tension positive s'inverse.

Pour atteindre cet objet, la présente invention prévoit
une structure intégrée, dite circuit d'isolation dynamique,
permettant de connecter automatiquement les régions d'isolement
ou bien & la masse quand la haute tension de face arriére du
circuit intégré est positive par rapport & la masse ou bien a
cette tension de face arriére quand celle-ci devient négative par
rapport & la masse.
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Plus particuliérement, la présente invention prévoit un
circuit d'isolation dynamique faisant partie d'un circuit intégré
monolithique caomprenant des transistors latéraux dont les bornes
sont accessibles par la face avant du circuit et des transistors
verticaux dont une borne de puissance correspond a la face arrié-
re, les transistors latéraux étant isolés, individuellement ocu en
groupes, par une région d'isolement reliée a un potentiel dit
potentiel d'isolement, ces transistors latéraux étant connectés a
des tensions d'une premiére polarité par rapport a une tension de
référence, la borne de puissance comnectée & la face arriére
étant également normalement & un potentiel de la premiére pola-
rité par rapport & la tension de référence. Ce circuit comprend
des moyens de détection du signe du potentiel de la face arriére
par rapport & la tension de référence, des premiers moyens de
commutation comprenant au moins un transistor latéral pour relier
le potentiel d'isolement au potentiel de référence quand le
potentiel de la face arriére est de la premiére polarité par
rapport au potentiel de référence, et des seconds moyens de
cammutation comprenant au moins un transistor wvertical pour
relier le potentiel d'isolement au potentiel de la face arriére
quand le potentiel de la face arriére est de la deuxiéme polarité
par rapport au potentiel de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
le ‘'potentiel de référence est la masse, la face arriére du
circuit intégré correspond & une couche de type N' et la région
d'isolement est de type P, la premiére polarité étant la polarité
positive.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les moyens de détection du signe du potentiel de la face arriére
par rapport & la masse camprennent un transistor vertical NPN
dont le collecteur est relié a la face arriére, la base est pola-
risée & une tension positive déterminée inférieure 4 la tension
base-émetteur & 1'état passant d'un transistor NPN, et l'émetteur
est relié & la tension d'alimentation positive normale des tran-
sistors latéraux par l'intermédiaire d'un élément de charge.
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Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les moyens de détection du signe du potentiel de la face arriére
par rapport a la masse comprennent un transistor VDMOS & canal N
comnectd & un transistor NMOS latéral dont l'autre borne princi-
pale est reliée & la tension d'alimentation positive normale des
transistors latéraux par 1'intermédiaire d'un élément de charge ;
la grille du transistor VDMOS & canal N étant polarisée a la
tension d'alimentation positive des transistors latéraux et la
grille du transistor NMOS latéral étant polarisée & une valeur
peu supérieure a sa tension de seuil.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les premiers moyens de commutation comprennent un transistor MOS
canal N & enrichissement dont la source est reliée au potentiel
de référence, dont le drain est connecté aux régions d'isolement
et dont la grille est commandée par les moyens de détection de
signe, le substrat dudit transistor MOS étant de préférence relié
au potentiel de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les seconds moyens de commutation comprennent un transistor bipo-
laire vertical NPN dont 1l'émetteur est comnect® & la face arriére
du substrat, dont le collecteur est comnecté aux régions d'iso-
lement et dont la base est comandée & travers un dispositif
inverseur par les moyens de détection de signe.

Selon un mode de réalisation de la présente inwvention,
les seconds moyens de commutation comprennent un transistor MOS
vertical & canal N dont le drain est comnecté & la face arriére,
dont la source est comnectée au potentiel d'isolement et dont la
grille est commandée a travers un inverseur par les moyens de
détection de signe.

Ces objets, caractéristiques et avantages ainsi que
d'autres de la présente invention seront exposés plus en détail
dans la description suivante de modes de réalisation particuliers
faite en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
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les figures 1 a 3B, décrites précédemment, étaient
destinées & illustrer l'état de la technique et le probléme que
la présente invention vise & résoudre ; parmi ces figures, les
figures 1 et 2 représentent des structures classiques de circuits
intégrés & transistors latéraux et verticaux et les figures 3A et
3B des schémas équivalents de 1l'isolement des caissons logiques ;

la figure 4 illustre la fonction que le circuit selon
la présente invention accomplit ;

la figure 5 représente un exemple schématique de détec-
teur de polarité ;

la figure 6 représente un exemple plus détaillé de
détecteur de polarité ;

la figure 7 représente un autre mode de réalisation de
détecteur de polarité ;

la figure 8 représente les éléments principaux d'un
mode de réalisation de circuit selon la présente invention ;

la figure 9 représente de fagon un peu plus détaillée
les éléments principaux d'un mode de réalisation de circuit selon
la présente invention ; et

la figure 10 représente de fagcon schématique un exemple
d'intégration d'un circuit selon la présente invention.

Comme le représente la figure 4, un circuit selon la
présente invention comprend un détecteur de polarité D pour indi-
quer si le potentiel sur la face arriére d'un circuit intégré tel
que celui des figures 1 et 2, comprenant des composants verticaux
et latéraux, est positif ou négatif par rapport & la tension de
référence du circuit, habituellement la masse, GD. Selon le
résultat de la comparaison fournie par le détecteur D, la tension
Viso a@ppliquée aux régions d'isolement (25, 26 ; 36) est ou
bien la masse GND, comnectée par 1l'intermédiaire d'un premier
commutateur S1, ou bien la tension de face arriére Vgt connec-
tée par l'intermédiaire d'un second commutateur S2. Un inverseur
I permet de commander de fagon opposée les commutateurs Sl et
S2. Ainsi, le potentiel d'isolement Vigo est toujours relié au
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potentiel le plus négatif du circuit par 1'intermédiaire d'un
comutateur & faible impédance et le fonctionnement des circuits
logiques continue & étre satisfaisant quels que soient les para-
sites négatifs éventuels sur la face arriére.

Exemples de réalisation du détecteur de polarité de face arriére

Un premier mode de réalisation du détecteur D est
représenté de facon schématique en figure 5. I1 comprend un tran-
sistor NPN vertical Ql, par exemple du type de celui représenté a
gauwche de la figure 2. Toutefois, ce transistor est utilisé en
considérant que le collecteur a une fonction d'émetteur et
1l'émetteur une fonction de collecteur. Comme le représente la
figure 2, le collecteur est relié par construction & la tension
de face arriére Vgut. L'émetteur A, qui constitue la borme de
sortie, est relié a la tension d'alimentation des circuits logi-
ques, + VOC, par l'intermédiaire d'une résistance de charge Rc
qui peut par exemple étre un transistor MOS déplété.

Selon l'invention, la base du transistor Ql est connec-
tée & une source de tension Vp référencée & la masse, GND, et
d'une valeur inférieure & la tension de conduction base-émetteur
(VBE) d'un transistor NPN, soit une tension inférieure & 0,6
volt, par exemple 0,2 volt. Ainsi, tant que la tension Vgt est
positive, le transistor Q1 est bloqué et le point A est au poten-
tiel WCC (par exemple 5 a 15 V). Par contre, dés que la tension
Vout devient suffisamment négative pour que la tension entre
base et émetteur (Vb - Voyut) du transistor Ql deviemne égale a
une tension de seuil de diode (VBE), le transistor Q1 devient
passant et le point A suit sensiblement le potentiel Vgyut.
Ainsi, on obtient sur la borne de sortie A du détecteur un signal
sensiblement & la tension VOC quand Vgut est positif et un
signal sensiblement & Vgout quand Vgoyt est négatif (plus néga-
tif que 200 mV - VBE).
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ILa figure 6 représente un exemple de schéma plus
détaillé du circuit de la figure 5. Dans cette figure, on a sym-
bolisé avec un trait vertical supplémentaire les transistors MOS
a canal N déplétés. Ie circuit de fourniture de la tension Vb
(par exemple 200 millivolts) comprend quatre transistors MOS en
série, trois transistors MOS déplétés ML, M2, M3 et un transistor
MOS enrichi M4, conmnectés entre la tension VCC et la masse. Les
grilles des transistors ML, M2 et M4 sont intercomnectées et
reliées & la connexion drain/source D4 des transistors M3 et M4.
ILa grille du transistor M3 est reliée a la connexion drain/source
D2 des transistors ML et M2.

Le transistor Ml est un montage “"cascode" qui génére a
la source de ML (point D2) une tension quasi-indéperdante de la
tension d'alimentation VCC. La cellule (M2, M3) est un circuit de
génération de tension de référence du type "lambda cell" qui
génére entre D3 et D4 une différence de potentiel Vp peu dépen-
dante de la différence de potentiel V(D2) - V(D4). Le transistor
M4 est un transistor enrichi & forte transconductance, dont le
drain D4 se polarise & une tension peu différente de sa tension
de seuil Vgpg. La tension au point D3 s'établit donc a la valeur
Ve + Vb.

La tension Vb + Vqg au point D3 est appliquée & un
circuit amplificateur de courant comprenant en série des transis-
tors M5 et M6, le transistor M5 &tant un transistor NMOS enrichi
identique au transistor M4, et le transistor M6 étant un transis-
tor NMOS déplété dont la grille est reliée a la source. Ia source
du transistor M6 est reliée & la masse et le drain du transistor
M5 est reliée &4 VOC. On obtient donc au point de connexion
drain/source des transistors M5 et M6 la tension Vb que l'on veut
appliquer & la base du transistor Q1 comnecté, come cela est
représenté en figure 5, en série avec une résistance Rc réalisée
sous forme d'un transistor MOS déplété dont la grille est reliée
au drain.
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Un autre exemple de réalisation du détecteur D est
illustré en figure 7. Ce circuit comprend entre la tension VCC et
la masse un transistor MOS déplété Mll et un transistor MOS
enrichi M12. Ies grilles des transistors MLl et Ml2 sont reliées
ensemble & la connexion drain/source de ces transistors. On a
donc sur cette connexion drain/source une tension proche de la
tension de seuil Vg d'un transistor MOS enrichi & canal N (le
transistor M12). Ce circuit comprend d'autre part, entre 1la
tension VCC et la face arriére (Vgut), un transistor MOS a
canal N déplété M3, un transistor MOS & canal N enrichi Mi4 et
un transistor MOS & canal N enrichi de type wvertical (VDMOS)
M15. ILa comnexion entre les transistors Ml4 et ML5 est désignée
par la référence B. La grille du transistor M3 est reliée a la
connexion drain/source des transistors MI3 et Ml4 et constitue la
borne de sortie A du détecteur. Ia grille du transistor Ml4 est
reliée & la connexion drain/source des transistors MLl et Mi2,
c'est-a-dire qu'elle est & un potentiel proche de Vgg. La
grille du transistor VOMOS M15 est au potentiel VCC.

Ie fonctionnement de ce circuit est le suivant. Lorsque
Vout est positif, la tension au point B est limitée a VOC moins
la tension de seuil du VDMOS M15, c'est & dire WC - VIypwos-
ILa tension de grille du transistor Ml4 étant alors inférieure a
la tension source, celui-ci est blogqué et la tension au point A
est égale & VCC.

Iorsque Vout devient négatif, le transistor MLS5 est
passant et la tension au point B est sensiblement égale a Vout.
Ainsi, le transistor Ml4 conduit un courant suffisant pour que la
tension au point A chute & une tension trés proche de Vgyt-

Exemple de réalisation des commutateurs

Ia figure 8 reprend de fagon un peu plus détaillée le
schéma d'ensemble de la présente invention précédemment repré-
senté sous forme de blocs en figure 4.
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Dans cette représentation, le commutabteur S1 permettant
d'établir la liaison entre la tension d'isolement Vigsy et la
masse GND quand Vgut est positif est réalisé par un transistor
MOS latéral, et le comutateur S2 permettant d'établir la liaison
entre la tension Vigo et le potentiel Vgut quand Vgt est
négatif est réalisé par un transistor NPN vertical S2. ILes autres
références de ce circuit sont identiques a celles précédemment
utilisées en figure 4. On notera que l'inverseur I est de préfé-
rence alimenté entre WOC et le potentiel Vig,, c'est-ad-dire GND
ou Vout selon le signe de Vgyt. Ceci permet de mieux garantir
son fonctionnement dans le cas ol Vgt est négatif.

La figure 9 reprend de fagon un peu plus détaillée le
circuit de la figure 8 étant donné qu'en pratique il faudra
prévoir des étages amplificateurs et adaptateurs pour faire
fonctiomner le circuit de fagon satisfaisante.

La borne A de sortie du détecteur D sur laquelle est
disponible le potentiel Vgut (quand Vgut est négatif) ou VOC
(quand Vgt est positif) est reliée & deux inverseurs 61 et 62.

Entre la tension d'alimentation WC et le potentiel
Vigo sont disposés en série des transistors MOS M21 et M22.
Entre la tension d'alimentation VWOC et la tension Vgut sont
disposés en série un transistor MOS M23, un transistor MOS M24 et
un transistor NPN Q2. La sortie de 1l'inverseur 61 commande les
grilles des transistors M21 et M24. La sortie de 1l'inverseur 62
comande les grilles des transistors M22 et M23. Ie point de
conexion drain/source des transistors M21 et M22 commande les
bases des transistors bipolaires Q2 et S2, qui sont tous les deux
des transistors bipolaires NPN verticaux. ILe point de comnexion
drain/source des transistors MOS M23 et M24 coamande la grille du
transistor MOS latéral Sl.

Ies transistors M21 et M22 constituent un premier &tage
d'amplificateur suiveur alors que les transistors M23, M24 et Q2
constituent un deuxiéme étage d'amplificateur suiveur. Ces étages
sont destinds & assurer les courants de commande nécessaires et
une commutation suffisamment rapide des commutateurs Sl et S2.
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Quand le point A est au potentiel VWCC (Vgut positif),
les transistors M22 et M23 sont passants, les transistors M21 et
M24 étant blogués. Il en résulte que les transistors NPN Q2 et S2
sont bloqués tandis que le transistor Sl est passant. Ie poten-
tiel Vign est alors bien fixé & la masse, GND, par 1l'intermé-
diaire du transistor S1.

Quand le point A est au potentiel négatif Vgut,
1l'état des transistors MOS M21, M22, M23, M24 s'inverse, la
grille du commutateur S1 est & Vgout et la base des transistors
bipolaires Q2 et S2 est & Vgyt + VBE, c'est-a-dire que ce
dernier transistor est rendu passant et que le potentiel Vigy
est fixé au potentiel Vqut, ce qui est le résultat recherché.

I1 résulte de ce qui précede, qu'en fait, la tension
Viso N sera pas strictement égale & celle de la masse ou a
celle de Vgyt mais qu'elle n'en différera que d'une tension
de quelques dizaines de millivolts, correspondant par exemple a
la tension collecteur/émetteur & la saturation d'un transistor
bipolaire ocu & la chute de tension drain/source d'un transistor
MOS & 1'état passant.

L'homme de 1'art notera que ce qui précéde ne constitue
gu'un exemple de réalisation de la présente invention. En ce qui
concerne le transistor S1, celui-ci a été décrit précédemment
comme un transistor MOS ; on pourrait également utiliser un tran-
sistor bipolaire & condition de modifier de fagon appropriée son
circuit de commande. De méme, pour le transistor S2, on pourrait
prévoir un transistor MOS wvertical au lieu d'un transistor NPN
vertical. Plus généralement, la présente invention peut é&tre
utilisée de la méme fagon avec des transistors respectivement a
canal P pour les MOS latéraux et PNP pour les bipolaires
verticaux.

La figure 10 représente de fagon simplifiée un exemple
d'intégration d'un circuit selon la présente invention, corres-
pondant & la figure 8.
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La figure 10 représente, de droite & gauche :

- un transistor NPN vertical S2 dont la base B regoit
la sortie du détecteur D,

- un caisson logique tel que le caisson 30 de la figure
2, dont les régions d'isolement sont reliées & la tension Vigo,

- un transistor MOS & canal N latéral constituant le
comutateur S1, et

- une cellule de transistor VDMOS telle que la cellule
10 des figures 1 et 2.

Come cela a été exposé précédemment, l1'émetteur du
transistor NPN vertical S2 est relié au potentiel Vjgs qui est
également relié au drain du transistor S1 dont la source est
reliée & la masse, prise par exemple comme connexion de source de
la cellule de VDMOS 10.

On notera que, selon une caractéristique supplémentaire
de la présente invention, on préfére relier la région d'isolement
Pt du transistor MOS latéral S1 & la masse et non pas & Vigy.
En effet, en ce cas, quand Vqut devient négatif, le transistor
bipolaire NPN parasite QP2 illustré en figure 10 devient conduc-
teur et confirme la connexion de Vigg & Vout-
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REVENDICATTONS

1. Circuit d'isolation dynamique faisant partie d'un
circuit intégré monolithique comprenant des transistors latéraux
dont les bornes sont accessibles par la face avant du circuit et
des transistors verticaux dont une borne de puissance correspond
a la face arriére, les transistors latéraux étant isolés, indivi-
duellement ou en groupes, par une région d'isolement (26 ; 36)
reliée & un potentiel dit potentiel d'isolement (Vigy), ces
transistors latéraux étant connectés a des tensions d'une pre-
miére polarité par rapport & une tension de référence (GD), la
borne de puissance comectée & la face arriére (3) étant égale-
ment normalement & un potentiel (Vgut) de la premiére polarité
par rapport & la tension de référence, caractérisé en ce qu'il
comprend :

des moyens de détection (D) du signe du potentiel de 1la
face arriére par rapport & la tension de référence,

des premiers moyens de commutation (S1) comprenant au
moins un transistor latéral pour relier le potentiel d'isolement
au potentiel de référence quand le potentiel de la face arriére
est de la premiére polarité par rapport au potentiel de réfé-
rence,

des seconds moyens de comutation (S2) comprenant au
moins un transistor vertical pour relier le potentiel d'isolement
au potentiel de la face arriére quand le potentiel de la face
arriére est de la deuxiéme polarité par rapport au potentiel de
référence.

2. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
1, caractérisé en ce que le potentiel de référence est la masse,
la face arriére du circuit intégré correspond & une couche de
type Nt et la région d'isolement est de type P, la premiére pola-
rité étant la polarité positive.



10

15

20

25

30

35

2655196

15

3. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
2, caractérisé en ce que les moyens (D) de détection du signe du
potentiel de la face arriére par rapport & la masse camprennent
un transistor vertical NPN (Ql) dont le collecteur est relié a la
face arriére, la base est polarisée & une tension positive déter-
minée (Vb) inférieure & la tension base-émetteur & 1l'état passant
(VBE) d'un transistor NPN, et 1l'émetteur est relié & la tension
d'alimentation positive normale (VWC) des transistors latéraux
par 1l'intermédiaire d'un élément de charge (Rc).

4, Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
2, caractérisé en ce que les moyens (D) de détection du signe du
potentiel de la face arriére par rapport & la masse comprennent
un transistor VDMOS & canal N (ML5) connecté & un transistor NMOS
latéral (M14) dont l'autre borne principale est reliée a 1la
tension d'alimentation positive normale des transistors latéraux
par l'intermédiaire d'un élément de charge (MI3) ; la grille du
transistor VDMOS & canal N (ML5) étant polarisée & la tension
d'alimentation positive des transistors latéraux (VCC) et 1la
grille du transistor NMOS latéral (Ml4) étant polarisée & une
valeur peu supérieure & sa tension de seuil (V).

5. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
2, caractérisé en ce que les premiers moyens de commutation
(S1) comprennent un transistor MOS canal N a enrichissement dont
la source est reliée au potentiel de référence, dont le drain est
connecté aux régions d'isolement et dont la grille est commandée
par les moyens de détection de signe (D).

6. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
5, caractérisé en ce gque le substrat dudit transistor MOS est
relié au potentiel de référence (GND).

7. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
2, caractérisé en ce que les seconds moyens de commutation (S2)
campremnent un transistor bipolaire vertical NPN dont 1'émetteur
est comnectd a la face arriére du substrat, dont le collecteur
est connecté aux régions d'isolement et dont la base est comman-
dée & travers un dispositif inverseur par les moyens de détection
de signe (D).
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8. Circuit d'isolation dynamique selon la revendication
2, caractérisé en ce que les seconds moyens de comwutation (S2)
canmprennent un transistor MOS vertical & canal N dont le drain
est comnecté & la face arriére, dont la source est connectée au
potentiel d'isolement et dont la grille est commandée a travers
un inverseur par les moyens de détection de signe (D).
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